

















































































GaAsと格子整合した TIGaPのフォノンモード、 TIP-rich TIGaPフォノンの特性を明らかにしているo これ
らの観察から、新しL、m-v族半導体TIGaP最適成長条件を明らかにしているo
以上のように本論文は、希薄磁性半導体の光誘起磁性に関する改善方法及び磁性原子を含む量子構造の作製条件や
新規な磁気光学特性、更に、 Tlを含む新しいm-v族半導体の成長条件を明らかにしたもので、光・電子材料工学
および素子工学に寄与するところが大きL、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるo
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